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(57)摘要

本发明涉及一种基于SOI的透射式OLED微型

显示器件及制作方法。该微型显示器件包括：氧

化硅层、电路层、显示层、光调制层、支撑层，氧化

硅层、电路层、显示层、光调制层、支撑层依次设

置；电路层和显示层设置在氧化硅层上，电路层

用于驱动显示层显示，光调制层用于调整显示层

发出的光线，支撑层用于保护和支撑微型显示器

件。通过实施本发明，能有效减小光学模组的体

积，同时能够解决从器件底部透过环境光线的问

题，比普通硅基微型显示器更加适合增强现实及

防务医疗等领域的应用。
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1.一种基于SOI的透射式OLED微型显示器件，其特征在于，包括：氧化硅层(2)、电路层

(3)、显示层(4)、光调制层(5)、支撑层(6)，所述氧化硅层(2)、电路层(3)、显示层(4)、光调

制层(5)、支撑层(6)依次设置；

所述电路层(3)和所述显示层(4)设置在所述氧化硅层(2)上，所述电路层(3)用于驱动

所述显示层(4)显示，所述光调制层(5)用于调整所述显示层(4)发出的光线，所述支撑层

(6)用于保护和支撑微型显示器件。

2.根据权利要求1所述的基于SOI的透射式OLED微型显示器件，其特征在于，所述显示

层(4)为OLED发光结构。

3.根据权利要求1所述的基于SOI的透射式OLED微型显示器件，其特征在于，所述光调

制层(5)由微透镜阵列组成。

4.根据权利要求3所述的基于SOI的透射式OLED微型显示器件，其特征在于，所述微透

镜阵列由正反两种微透镜组合而成。

5.根据权利要求1所述的基于SOI的透射式OLED微型显示器件，其特征在于，所述支撑

层(6)通过粘合剂粘贴在所述光调制层(5)上。

6.根据权利要求1所述的基于SOI的透射式OLED微型显示器件，其特征在于，所述支撑

层(6)为透明玻璃基板。

7.根据权利要求1所述的基于SOI的透射式OLED微型显示器件，其特征在于，所述电路

层(3)为驱动电路。

8.根据权利要求1所述的基于SOI的透射式OLED微型显示器件，其特征在于，所述氧化

硅层(2)处于绝缘体上硅结构上。

9.一种基于SOI的透射式OLED微型显示器件制作方法，其特征在于，包括：

S1：在剥离层(1)上设置氧化硅层(2)；

S2：在所述氧化硅层(2)上制作电路层(3)和显示层(4)；

S3：在所述显示层(4)上耦合光调制层(5)；

S4：在所述光调制层(5)上粘贴支撑层(6)；

S5：通过化学机械抛光去除所述剥离层(1)。

10.根据权利要求9所述的基于SOI的透射式OLED微型显示器件制作方法，其特征在于，

所述氧化硅层(2)处于绝缘体上硅结构上；所述电路层(3)为驱动电路；所述显示层(4)为

OLED发光结构；所述光调制层(5)由微透镜阵列组成，所述微透镜阵列由正反两种微透镜组

合而成；所述支撑层(6)为透明玻璃基板。
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一种基于SOI的透射式OLED微型显示器件及制作方法

技术领域

[0001] 本发明涉及显示屏领域，更具体地说，涉及一种基于SOI的透射式OLED微型显示器

件及制作方法。

背景技术

[0002] 显示装置作为现在智能设备的主要配置，其性能要求越来越高，特别是小型化的

电子设备，例如在增强现实以及防务医疗等领域，要求显示屏的尺寸越来越小，但现在显示

技术中多使用棱镜，导致光学模组的体积过大，不能适应电子设备对显示屏的要求。

[0003] 绝缘体上硅结构(Silicon  On  Insulator，SOI)，是一种新型的集成电路制造工艺

结构，可以实现集成电路中元器件的介质隔离，彻底消除了体硅CMOS电路中的寄生闩锁效

应；由于其速度高、功耗低、集成密度高、抗辐射性能强是制造图像传感器和微型显示器的

良好技术。

[0004] 另外，现有显示技术中存在器件底部的透光问题。

发明内容

[0005] 本发明要解决的技术问题在于，针对现有技术的上述光学模组体积过大的缺陷，

提供一种基于SOI的透射式OLED微型显示器件及制作方法。

[0006] 本发明解决其技术问题所采用的技术方案是：构造一种基于SOI的透射式OLED微

型显示器件，包括：氧化硅层、电路层、显示层、光调制层、支撑层，所述氧化硅层、电路层、显

示层、光调制层、支撑层依次设置；

[0007] 所述电路层和所述显示层设置在所述氧化硅层上，所述电路层用于驱动所述显示

层显示，所述光调制层用于调整所述显示层发出的光线，所述支撑层用于保护和支撑微型

显示器件。

[0008] 优选地，本发明所述的基于SOI的透射式OLED微型显示器件，所述显示层为OLED发

光结构。

[0009] 优选地，本发明所述的基于SOI的透射式OLED微型显示器件，所述光调制层由微透

镜阵列组成。

[0010] 优选地，本发明所述的基于SOI的透射式OLED微型显示器件，所述微透镜阵列由正

反两种微透镜组合而成。

[0011] 优选地，本发明所述的基于SOI的透射式OLED微型显示器件，所述支撑层通过粘合

剂粘贴在所述光调制层上。

[0012] 优选地，本发明所述的基于SOI的透射式OLED微型显示器件，所述支撑层为透明玻

璃基板。

[0013] 优选地，本发明所述的基于SOI的透射式OLED微型显示器件，所述电路层为驱动电

路。

[0014] 优选地，本发明所述的基于SOI的透射式OLED微型显示器件，所述氧化硅层处于绝
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缘体上硅结构上。

[0015] 另，本发明还构造一种基于SOI的透射式OLED微型显示器件制作方法，包括：

[0016] S1：在剥离层上设置氧化硅层；

[0017] S2：在所述氧化硅层上制作电路层和显示层；

[0018] S3：在所述显示层上耦合光调制层；

[0019] S4：在所述光调制层上粘贴支撑层；

[0020] S5：通过化学机械抛光去除所述剥离层。

[0021] 优选地，本发明所述的基于SOI的透射式OLED微型显示器件制作方法，所述氧化硅

层处于绝缘体上硅结构上；所述电路层为驱动电路；所述显示层为OLED发光结构；所述光调

制层由微透镜阵列组成，所述微透镜阵列由正反两种微透镜组合而成；所述支撑层为透明

玻璃基板。

[0022] 实施本发明的一种基于SOI的透射式OLED微型显示器件及制作方法。，具有以下有

益效果：该微型显示器件包括：氧化硅层(2)、电路层(3)、显示层(4)、光调制层(5)、支撑层

(6)，氧化硅层(2)、电路层(3)、显示层(4)、光调制层(5)、支撑层(6)依次设置；电路层(3)和

显示层(4)设置在氧化硅层(2)上，电路层(3)用于驱动显示层(4)显示，光调制层(5)用于调

整显示层(4)发出的光线，支撑层(6)用于保护和支撑微型显示器件。通过实施本发明，能有

效减小光学模组的体积，同时能够解决从器件底部透过环境光线的问题，比普通硅基微型

显示器更加适合增强现实及防务医疗等领域的应用。

附图说明

[0023] 下面将结合附图及实施例对本发明作进一步说明，附图中：

[0024] 图1是本发明一种基于SOI的透射式OLED微型显示器件的结构示意图；

[0025] 图2是本发明一种基于SOI的透射式OLED微型显示器件制作方法的流程示意图。

具体实施方式

[0026] 为了对本发明的技术特征、目的和效果有更加清楚的理解，现对照附图详细说明

本发明的具体实施方式。

[0027] 图1是本发明一种基于SOI的透射式OLED微型显示器件的结构示意图。

[0028] 具体的，该微型显示器件包括：氧化硅层2、电路层3、显示层4、光调制层5、支撑层

6，氧化硅层2、电路层3、显示层4、光调制层5、支撑层6依次设置；

[0029] 电路层3和显示层4设置在氧化硅层2上，电路层3用于驱动显示层4显示，光调制层

5用于调整显示层4发出的光线，支撑层6用于保护和支撑微型显示器件。

[0030] 优选地，本发明的基于SOI的透射式OLED微型显示器件，显示层4为OLED发光结构。

[0031] 优选地，本发明的基于SOI的透射式OLED微型显示器件，光调制层5由微透镜阵列

组成。

[0032] 优选地，本发明的基于SOI的透射式OLED微型显示器件，微透镜阵列由正反两种微

透镜组合而成。可提高OLED的显示效果以及人眼对透射环境光线的观察效果。

[0033] 优选地，本发明的基于SOI的透射式OLED微型显示器件，支撑层6通过粘合剂粘贴

在光调制层5上。

说　明　书 2/3 页

4

CN 107452890 A

4



[0034] 优选地，本发明的基于SOI的透射式OLED微型显示器件，支撑层6为透明玻璃基板。

[0035] 优选地，本发明的基于SOI的透射式OLED微型显示器件，电路层3为驱动电路。

[0036] 优选地，本发明的基于SOI的透射式OLED微型显示器件，氧化硅层2处于绝缘体上

硅结构上。

[0037] 图2是本发明一种基于SOI的透射式OLED微型显示器件制作方法的流程示意图。

[0038] 该基于SOI的透射式OLED微型显示器件制作方法，包括：

[0039] S1：在剥离层1上设置氧化硅层2；

[0040] S2：在氧化硅层2上制作电路层3和显示层4；

[0041] S3：在显示层4上耦合光调制层5，光调制层5可提高OLED的显示效果以及人眼对透

射环境光线的观察效果。

[0042] S4：在光调制层5上粘贴支撑层6，起到保护和支撑作用。

[0043] S5：通过化学机械抛光(chemico-mechanical  polishing，CMP)去除剥离层1。

[0044] 优选地，本发明基于SOI的透射式OLED微型显示器件制作方法，氧化硅层2处于绝

缘体上硅结构(Silicon  On  Insulator，SOI)上。

[0045] 电路层3为驱动电路，电路层3用于驱动显示层4显示。

[0046] 显示层4为OLED发光结构。

[0047] 光调制层5由微透镜阵列组成，微透镜阵列由正反两种微透镜组合而成；支撑层6

为透明玻璃基板。

[0048] 通过实施本发明，能有效减小光学模组的体积，同时能够解决从器件底部透过环

境光线的问题，比普通硅基微型显示器更加适合增强现实及防务医疗等领域的应用。

[0049] 以上实施例只为说明本发明的技术构思及特点，其目的在于让熟悉此项技术的人

士能够了解本发明的内容并据此实施，并不能限制本发明的保护范围。凡跟本发明权利要

求范围所做的均等变化与修饰，均应属于本发明权利要求的涵盖范围。
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